Электрохимический синтез CdTe наноструктур
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Полупроводниковые наноструктуры из теллурида кадмия (CdTe) широко применяются в электронике, например, в солнечных элементах и рентгеновских детекторах в качестве поглощающего слоя [1,2]. Для солнечных батарей CdTe получают путем электрохимического осаждения слоя на FTO стекло по двухэлектродной схеме, используя нитратный и сульфатный прекурсоры кадмия. [1]. Слой теллурида кадмия для рентгеновского детектора гальванически осаждается на CdS/FTO стеклянную подложку с использованием двух- или трехэлектродной схемы [2]. Разработка наноструктур CdTe в виде нанопроволок позволит увеличить эффективную площадь поверхности активного слоя.

В данной работе предлагается метод синтеза нанопроволоки из CdTe. Для этого материал осаждали в диэлектрический шаблон, полимерную трековую мембрану (ТМ) с предварительно нанесённым слом золота. CdTe электрохимически осаждали в порах ТМ. Процесс осаждения проводился в двухэлектродной электрохимической ячейке при комнатной температуре с нерастворимым угольным анодом. Для осаждения использовали электролит: CdSO4 – 1 М/л, TeO2 – 0,1 мкМ/л. Синтез проходил в потенциостатическом режиме, потенциал на ячейке варьировался от 2 до 2.6 В. Была изготовлена серия образцов с частично заполненными порами и «переростами» – выходом материала над поверхностью шаблона. Полученные наноструктуры были проанализированы методом рентгеновской дифракции. По результатам анализа выяснилось, что с ростом потенциала осаждения менялся состав наноструктуры. 
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Рис. 1. А Кривая осаждения; B Рентгенограмма полученных образцов
Работы выполнены в рамках ГЗ МПГУ при поддержке Министерства Просвещения РФ AAAA-A20-120061890084-9 и Научной Школы РФ НШ-776.2022.1.2.
Литература
1. Echendu O. K., Okeoma K. B., Oriaku C. I., Dharmadasa I. M. Electrochemical Deposition of CdTe Semiconductor Thin Films for Solar Cell Application Using Two-Electrode and Three-Electrode Configurations: A Comparative Study // Advances in Materials Science and Engineering. 2016. V. 2016. P. 1‒8.
2. Shams H., Gabal H. A., Soliman M., Ebrahim S., Agamy S. Electrochemical Deposition of CdTe Thin Film for CdS/CdTe X-Ray Sensor // International journal of enviromental science. 2020. V. 5. P. 85‒103.
